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バンドギャップの大きい窒化ガリウム(GaN)は、宇宙空間や原子炉において使用されるエレクトロニ

クス機器の耐放射線デバイス材料として期待されている。本研究では、ホモエピタキシャル成長した

低転位(~106 cm2) n型 GaNに対してガンマ線を照射し、Deep Level Transient Spectroscopy (DLTS)を行う

ことによって、ガンマ線照射により生成される電子トラップの解明を目指している。前回までにガン

マ線を照射すると、照射前からエピ層に存在する E1 (EC0.26 eV) と E3 (EC0.58 eV) の電子トラップ

には全く変化が生じないが、新たに G1 (Ec0.14 eV)と G2 (Ec0.95 eV)の 2つの電子トラップが生成さ

れることを報告した[1]。今回は、深さが約 1 eVと非常に深い準位である G2トラップの密度やスペク

トルを正確に得るために、測定に用いるショットキー障壁高さに着目した評価を行ったので報告する。 

n+型 GaN自立基板上に MOVPE法により n型 GaN (実効ドナー濃度: 6×1015 cm3)を成長し、表面に

Niショットキー電極、裏面に Ti/Alオーミック電極を形成した Ni/n-GaN ショットキーバリアダイオー

ド(SBD)を用意し、様々な照射量で 60Co ガンマ線(1.25 MeV) を照射した。それぞれの試料について

DLTS測定から電子トラップの評価を行った。なお、高温 DLTS測定によるトラップの意図しないアニ

ールアウトを防ぐために温度範囲は 370 Kまでとした。 

Fig. 1にショットキー障壁高さの異なる 2つの試料に対して、500 kGy(Si)のガンマ線を照射し、ICTS

を行った結果を示す。E3のスペクトルは 2つの試料で一致しており、グラフには示していないが G1

に関しても一致を確認している。一方、G2スペクトルの形状は大きく異なっていることが分かる。E3

や G1は、エネルギー準位が 0.58 eVや 0.14 eVであるため障壁高さによる違いはないが、G2は 0.95 eV

と深いため、障壁高さの違いによる影響が生じている。障壁高さが 1.12 eVの試料では、ブロードなピ

ークが観測されているが、障壁高さが 1.27 eVの試料では、前回報告した G2に加えて、時定数 103 s

付近にもう一つピークを観測し

ている。このような深い準位の

電子トラップは、400 keVの電子

線照射では観測されていないが
[2]、2 MeVの電子線照射では

Ec1.14 eVの準位に観測されて

いる[3]。60Coガンマ線により GaN

内に生成されたコンプトン電子

は 0～1.25 MeVのエネルギー幅

を持つことを考えると、60Coガ

ンマ線照射でも 2 MeVの電子線

照射と同様のトラップが形成さ

れたのだと考えられる。 
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